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ПУБЛИКАЦИИ АВТОРОВ В ЖУРНАЛЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. СЕРИЯ 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕРМОУПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОНЕНТОВ НА СРЕДНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В АНОДНОМ ОКСИДЕ АЛЮМИНИЯ С НИТЕВИДНЫМИ ПОРАМИ, ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДОМ
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	Зайцев Н.А., Красников Г.Я., Плотников Ю.И.
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	DSA - КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ МЕТОД УСИЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИММЕРСИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ
	Красников Г.Я., Гущин О.П., Литаврин М.В., Горнев Е.С.
	2017. № 1 (165). С. 4-17. 

	
	
	
	ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. ЧАСТЬ 1. УРОВНИ ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
	Красников Г.Я., Горнев Е.С., Матюшкин И.В.

	2017. № 1 (165). С. 51-69. 


	
	
	
	АНИЗОТРОПИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	Бокарев В.П., Красников Г.Я.
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	2016. № 3 (163). С. 23-29.    
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	Бокарев В.П., Красников Г.Я.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ В ТОЛСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХБЕНЗОЦИКЛОБУТЕНА (ВСВ)
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	Красников Г.Я., Гущин О.П., Морозов А.Д., Игнатов П.В., Горнев Е.С., Каширин П.А., Овчинников В.А., Базанов Н.А., Орликовский Н.А., Кальнов В.А.
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	ИЗОБАРЫ АДСОРБЦИИ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫБРАННЫХ ДЛЯ КРИОГЕННОГО ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ LOW-K ДИЭЛЕКТРИКОВ

	Резванов А.А., Горнев Е.С., Красников Г.Я., Гущин О.П., Могильников К.П., Чанг Л., Марнефф Ж.Ф.Д., Бакланов М.Р., Дюссаррат К.
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	ИЗОБАРЫ АДСОРБЦИИ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫБРАННЫХ ДЛЯ КРИОГЕННОГО ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ LOW-K ДИЭЛЕКТРИКОВ
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